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緒言 通信の高度化に伴い、次世代通信規格 5G の導入など通信の高周波化が進む。それに伴い周波
数選別が可能な弾性表面波（Surface Acoustic Wave: SAW）デバイスの高周波化が急がれる。ダイヤ
モンドは物質中最高位の弾性定数を有し、圧電薄膜を形成することで高周波 SAW デバイスが可能であ
る。今回 ScAlN 圧電薄膜を用いることで、高周波・広帯域 SAW デバイスの試作を行った[2]。 
実験 単結晶ダイヤモンド、多結晶ダイヤモンド、ヘテロエピダイヤモンドの基板上に、AlN バッフ
ァ層を介し、ScAlN 圧電薄膜をスパッタリングによって形成した。電子線描画装置を用いたリソグラ
フィー、リフトオフによって SAW 共振子を作製し、周波数特性を測定、比較を行った。 
結果 作製した ScAlN 圧電薄膜の(0002)配向を
XRD ロッキングカーブ半値幅を用いて評価を行
った。単結晶、多結晶、ヘテロエピダイヤモンド
上に作製した ScAlN(0002)の XRD ロッキングカ
ーブ FWHM はそれぞれ 1.9deg, 2.1deg, 1.4deg
であり、高 c 軸配向を示した。電子線リソグラフ
ィ ー お よ び リ フ ト オ フ に よ っ て 線 幅
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